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第 4 章では，新たに高精度な GaAs デバイスの接合部温度測定法を確立し裏面研削によりデバイス動作時の温
度ストレスを当初の目的通りに低減でき，その結果，最大28倍もの長寿命化が達成できることを示している。
第 5 章では， γ 線照射により GaAs 結晶中に発生する新たな格子欠陥について調べ，キャリア濃度の低下が
MESFET の特性劣化の主要因であることを示すとともに，その低下と 7 線吸収線量との関係が定量的に表わせるこ
とを示している。


























(5) OMVPE を用いたプロセスで，上記の関係をデバイス設計に用いた高濃度薄層活性層を有する GaAsMESFET
を実際に製作しこのような GaAs デバイスの耐放射線性の向上を定量的に示し実用上の性能を達成すること
に成功している。
以上のように，本論文は， GaAs デ、パイスの耐環境性向上に関し有用な指針を与えたもので，応用物理学，特
に，半導体デバイス工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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